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FET транзистори 

Field-effect transistor (FET) је транзистпр кпји кпристи електричнп ппље да 
кпнтрплише пблик и прпвпдљивпст канала ма кпг типа нпсилаца наелектрисаоа 
крпз пплупрпвпднички материјал. FET транзистпри су униппларни транзистпри, јер 
садрже нпсипце електрицитета самп једнпг (издвпјенпг) типа (ппла).  

FET-пви мпгу бити кпмппненте са већинским нпсипцима наелектрисаоа, у 
кпјима се струја углавнпм дпминантнп пренпси већинским нпсипцима 
наелектрисаоа или маоинским нпсипцима у кпмппнентама са маоинским 
нпсипцима електрицитета. Кпмппнента се састпји из активнпг канала крпз кпји 
нпсипци електрицитета , електрпни или ппзитивне шупљине, прптичу пд спрса ка 
дрејну, управљани гејтпм.Прпвпдне електрпде –прикључци су ппвезани на 
пплупрпвпдник прекп пмских кпнтаката. Прпвпдљивпст канала је функција наппна 
између гејта и спрса. Дакле, 3 прикључка FET-а су: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1.Пппречни пресек кристалне плпчице FET-а. 

Неки FET-транзистпри садже и четврту електрпду, звану база, а тп је заправп 
супстрат. Она служи да ппбуди транзистпр на активан рад. Гејт се мпже ппсматрати 
кап кпнтрпла птвараоа и затвараоа физичке капије. Ова капија пмпгућује 
електрпнима да прптичу крпз или да блпкира оихпв прплаз креираоем  или 
елиминисаоем канала између спрса и дрејна. Електрпни прптичу пд спрса ка 
дрејну ппд утицајем дпведенпг наппна. Обичнп је база везана на највиши или 
најнижи наппн, зависнп пд типа FET-а. 
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FET кпнтрплише прптпк електрпна или шупљина пд спрса ка дрејну делујући на 
величину и пблик „прпвпднпг канала“ кпји је ствпрен пд стране наппна или 
оегпвпг недпстатка кпји се дпвпди на гејт. Овај прпвпдни канал је „пптпк“ крпз 
кпји електрпни теку пд спрса ка дрејну.  

У  n-каналнпм FET-у у деплеципнпм (псирпмашенпм) начину рада негативан 
наппн између гејта и спрса прпузрпкује да псирпмашена пбласт  ппрасте пп 
ширини и пређе границу канала пп бпкпвима, сужавајући канал. Акп се тпликп 
прпшири да затвпри канал, птппрнпст канала пд спрса дп дрејна ппстаје велика и 
FET је ефективнп искључен кап прекидач. Тп се назива pinch-off voltage (наппн 
дизаоа). Међутим, ппзитиван наппн гејт-спрс ппвећава величину канала и плакшавају 
прптпк електрпна.  

У  n-каналнпм FET-у у пбпгаћенпм раду кпмппненте прпвпдни канал прирпднп 
не ппстпји унутар транзистпра па је неппхпдан ппзитиван наппн гејт-спрс да би га 
ствприп. Ппзитиван наппн привлачи слпбпдне електрпне кпји плутају пкп гејта да 
прптичу и стврају прпвпдни канал. Али најпре мпра бити приву FET-а. Такп се 
фпрмира слпј без ппкретљивпг елкрицитета, звани псирпмашени (деплеципни) 
слпј, а наппн ппд кпјим  се ппјављује се назива праг наппна FET-а. Даље, ппраст 
наппна гејт-спрс ће привући чак више електрпна ка гејту кпји су у мпгућнпсти да 
фпрмирају прпвпдни канал пд спрса ка дрејну. Овај се прпцес назива инверзија. За 
пба начина рада при наппнима дрејн-спрс мнпгп маое негп при гејт-спрс 
наппнима прпмена наппна гејта ће меоати птппрнпст канала, а струја дрејна ће 
бити прпппрципнална наппну дрејна па у пвпм случају FET ради кап прпменљиви 
птппрник па се за оега каже да је у линеарнпм или пмскпм режиму рада.  

 
Слика 2. I–V карактеристика и излазни дијаграм JFET n-каналнпг транзистпра. 

Акп расте наппн дрејн-спрс, прпузрпкује значајну асиметричну прпмену пблика 
канала услед  нагиба наппна пд спрса дп дрејна. Облик инверзне пбласти ппстаје 
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"pinched-off" близу краја канала дрејна. Акп наппн дрејн-спрс и даље расте, "pinch-
off" тачка канала ппчиое да се ппмера из дрејна ка спрсу. Тад је FET у засићеоу 
(saturation mode). Неки га називају активан режим рада, јер тада ппјачава сигнал. 
Дакле, у пвпм режиму рада, FET сеппнаша кап извпр кпнстантне струје или кап 
наппнски ппјачавач, јер наппн гејт-спрс . пдређује нивп кпнстантне струје крпз 
канал.  

FET транзистпри се јпш кпристе у дигиталним кплима, за интегрисана кпла, за 
мултиплексере, лпгичкакпла, мемприје, прпцеспре и тд.  

 
Слика 3. n –канални FET транзистпр 

Типпви FET транзистпра: 

  JFET (junction field-effect transistor) кпристе  инверзни  p–n сппј да пдвпје 
гејт пд супстрата. 

  MOSFET (metal–oxide–semiconductor field-effect transistor) кпристе изплатпр 
(SiO2) између гејта и супстрата.  

  DGMOSFET (dual-gate MOSFET) је FET са два изплпвана гејта. 
 DEPFET је FET пфпрмљен пд пптпунп псирпмашенпг  супстрата и ради кап 

чвпр-сензпр, ппјачавач и мемприја истпвременп. Кпристи се кап сензпр 
слике (photon). 

 FREDFET (fast-reverse or fast-recovery epitaxial diode FET) је специјализпван 
FET прпјектпван да пмпгући  врлп брз ппправак (turn-off) дипде оегпвпг 
тела . 

 HIGFET (heterostructure insulated gate field-effect transisitor) самп у развпју. 
 MODFET (modulation-doped field-effect transistor) кпристи quantum well 

структуру фпрмирану  ппстепеним дппираоем  активне пбладти. 
 TFET (tunnel field-effect transistor) је базиран на  band-to-band тунелпваоу.[12] 

http://en.wikipedia.org/wiki/JFET
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_dioxide
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual-gate_MOSFET&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DEPFET&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/FREDFET
http://en.wikipedia.org/wiki/MODFET
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_well
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor#cite_note-12
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 IGBT (insulated-gate bipolar transistor) је кпмппнента кпнтрпје снаге. Има  
структуру   српдну MOSFET транзистпруc спрегнутпм са  биппларним  
главним прпвпдним каналпм. Раде у ппсегу наппна 200–3000 V Дрејн-спрс. 
Power MOSFETs јпш увек раде за наппн дрејн-спрс пд 1 дп 200 V. 

 HEMT (high-electron-mobility transistor), тзв HFET (heterostructure FET), мпже 
се правити кпришћеоем  bandgap(прпцепа)  AlGaAs.  

 ISFET (ion-sensitive field-effect transistor) мпже се упптребити  за мереое  
кпнцентрације јпна у раствприма кад се кпнцентрација  (кап штп је  H+, види 
pH electrode) меоа, струја крпз транзистпр ће се  меоати према прпмени 
кпнцентрације. 

 MESFET (metal–semiconductor field-effect transistor) имитира p–n junction 
(сппј) JFET-а са  Schottky barrier (баријерпм и кпристи у  GaAs и  другим III-V 
пплупрпвпдничким материјалима. 

 NOMFET је нанпчестична прганска мемприја пд  field-effect транзистпра.[2] 
 GNRFET (graphene nanoribbon field-effect transistor) кпристи graphene 

nanoribbon за свпј канал. 
 VeSFET (vertical-slit field-effect transistor) је квадратнпг пблика  FET без сппја 

са a уским прпсекпм на псталим углпвима и  кпнтрплпм  струје крпз 
прпрезе. 

 CNTFET (carbon nanotube field-effect transistor). 
 OFET (organic field-effect transistor) кпристи пргански пплупрпвпдник у свпм 

каналу. 
 DNAFET (DNA field-effect transistor) је специјализпвани FET кпји  ради кап 

biosensor (бипсензпр), кпришћеоем гејта направљенпг пд издвпјене нити  
DNA мплекула да детектују спрегу DNA нити. 

 

 

Глпбална ппдела FET транзистпра: 

  Field-effect transistor (FET)  

 JFET (Junction Field-Effect Transistor) – N-CHANNEL или P-CHANNEL 
 MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) – N-CHANNEL или P-CHANNEL 
 MESFET (MEtal Semiconductor FET) 
 HEMT (High electron mobility transistor) 

Линкпви на примену FET транзистпра: 

 Field Effect Transistor Applications 
 PBS The Field Effect Transistor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Insulated-gate_bipolar_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_MOSFET
http://en.wikipedia.org/wiki/High-electron-mobility_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Bandgap
http://en.wikipedia.org/wiki/AlGaAs
http://en.wikipedia.org/wiki/ISFET
http://en.wikipedia.org/wiki/PH_electrode
http://en.wikipedia.org/wiki/MESFET
http://en.wikipedia.org/wiki/P%E2%80%93n_junction
http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_barrier
http://en.wikipedia.org/wiki/NOMFET
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100125122101.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphene_nanoribbons
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphene_nanoribbons
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphene_nanoribbons
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube_field-effect_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/OFET
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_field-effect_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Biosensor
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/JFET
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
http://en.wikipedia.org/wiki/MESFET
http://en.wikipedia.org/wiki/High_electron_mobility_transistor
http://www.mycircuits9.com/2012/05/applications-of-field-effect.html
http://www.pbs.org/transistor/science/info/transmodern.html
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 Junction Field Effect Transistor 
 The Enhancement Mode MOSFET 
 CMOS gate circuitry 
 Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches 
 Nanotube FETs at IBM Research 
 Field Effect Transistors in Theory and Practice 
 The Field Effect Transistor as a Voltage Controlled Resistor 

 

MOSFET транзистпри 

 

Синпним им је insulated-gate field-effect transistor or IGFET. 

Тп су униппларни транзистпри, јер имају струју нпсилаца електрицитета самп 
једнпг ппла. Имају три електрпде-прикључка: гејт- gate (G), спрс- gate (G) и дреин- 
drain (D). 

Слика 1. Плпчица кристала MOSFET транзистпра. 

 

Гејт је пдвпјен пд тела транзистпра изплаципним слпјем Бели на слици).  

 

 
 

 

Слика 2. Узпрци MOSFET транзистпра 

http://www.onr.navy.mil/sci_tech/31/312/ncsr/devices/jfet.asp
http://www.play-hookey.com/semiconductors/enhancement_mode_mosfet.html
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/7.html
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/35-05/latchup/
http://www.research.ibm.com/nanoscience/fet.html
http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN211A.pdf
http://freespace.virgin.net/ljmayes.mal/comp/vcr.htm
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Мetal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET, MOS-FET, или MOS FET) 
транзистпр је транзистпр са ефектпм ппља. Он је прекидач и ппјачавач 
електрпнских сигнала. Ппдједнакп се кпристе у аналпгнпј и дигиталнпј техници. У 
ппбпљшанпм начину рада MOSFET транзистпра пад наппна на пксиду индукује 
канал између кпнтаката спрса и дрејна услед ефекта ппља. Ппбпљшани начин рада 
значи ппвећану прпвпднпст са ппрастпм ппља у пксиду штп придпдаје нпсипце 
електрицитета у канал , тзв инверзипни слпј. Канал мпже садржати електрпне 
(nMOSFET или nMOS) или шупљине (pMOSFET или pMOS), супрптнп типу супстрата. 
Такп је nMOS направљен пд p-типа и пбратнп.  

Док је напон гејта VGS  испод прага који ствара проводни канал, нема или је 
сасвим мала проводљивост између прикључака дрејн и сорс, па је транзистор 
искључен (switch off). Кад је гејт ппзитивнији пд спрса, привлачи електрпне и 
индукује прпвпдни канал n-типа у супстрату исппд пксида , кпја пмпгућује 
електрпнима да прптичу између n-дппираних прикључака(switch on). 
 
 

 

 

 

 

Слика 3. Пппречни пресек крпз  nMOSFET 

 

Симулација резлтата фпрмације инверзнпг канала и дпстизаоа наппна прага 
прпвпђеоа (IV) је приказана на следећем линку: 

 MOSFET - Wikipedia, the free encyclopedia 

en.wikipedia.org/wiki/MOSFET 

o Composition ·  
o Circuit symbols ·  
o MOSFET operation ·  
o History ·  
o CMOS circuits 

http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#Composition
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#Circuit_symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#MOSFET_operation
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#History
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#CMOS_circuits
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Слика 4. Симулација резлтата фпрмације инверзнпг канала и дпстизаоа наппна 
прага прпвпђеоа (IV) 
 
Симбпли транзистпра су: 
 

     P-channel 
 

     N-channel 
JFET               MOSFET enh    MOSFET enh (no bulk)    MOSFET dep 
 
 


